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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月18日(2014.11.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　あるいは、図３（Ｂ）および図４（Ｂ）に示したように、保護膜１６において切り欠き
領域としての凹部１６０が設けられているようにしてもよい。具体的には、この切り欠き
領域（凹部１６０）はＹ軸方向に沿って形成されており、この切り欠き領域において有機
半導体層１４とソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂとが重畳されている（図４（Ｂ）お
よび図５（図３（Ｂ）におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った矢視断面図）中の符号Ｐ１２参
照）。ただし、ソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂのうちの上記したアライメントずれ
吸収領域１５０は、この凹部１６０とは重ならないように配置されている。このような凹
部１６０を設けた場合にも、詳細は後述するが、有機半導体層１４の端部（半導体島のエ
ッジ部分）付近での配線層１７Ａ，１７Ｂの断線（段切れ）が生じにくくなる（望ましく
は、そのような断線の発生が回避される）。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２８】
　まず、図６（Ａ）に示したように、図示しない基板１１上にゲート電極１２およびゲー
ト配線１２Ｌを形成し、これらのゲート電極１２およびゲート配線１２Ｌの上に図示しな
いゲート絶縁膜１３を形成する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　次に、図６（Ｄ）に示したように、有機半導体層１４およびソース・ドレイン電極１５
Ａ，１５Ｂの上に、上述した材料からなる保護膜１６を形成する。具体的には、例えば（
Ｃ6Ｆ10）nなどのフッ素樹脂を全面塗布した後、その膜上に一般的なフォトレジストを塗
布し、フォトリソグラフィ技術を用いて所望のパターンを形成することにより、保護膜１
６を形成する。このフォトリソグラフィ技術を用いたパターン形成の際には、例えば酸素
プラズマを用いて、フッ素樹脂膜をドライエッチング加工する。このドライエッチングで
は、ソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂにおいて前述したアライメントずれ吸収領域１
５０が露出するまで行う。そして、エッチング加工後は、フォトレジストを除去する。な
お、感光性フッ素樹脂を用いた、フォトリソグラフィ技術によるパターン形成も可能であ
る。また、ここでは、フォトリソグラフィ技術を用いたパターン形成を例に挙げて説明し
たが、これには限られない。更に、例えば反転オフセット印刷法等の印刷法を用いて、保
護膜１６を直接的にパターン形成することも可能である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　本実施の形態の薄膜トランジスタ１Ｃは、基本的には薄膜トランジスタ１と同様の構成
となっている。ただし、この薄膜トランジスタ１Ｃでは、以下詳述するように、ソース・
ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂおよび配線層１７Ａ，１７Ｂの双方が、真空成膜プロセスお
よびフォトリソグラフィ技術を用いて形成されている（真空成膜形成）。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　次いで、図１８（Ｂ）に示したように、例えばスパッタ法等を用いて配線層１７０を全
面に成膜する。そののち、図１８（Ｃ）に示したように、レジスト膜８を配線層１７Ａ，
１７Ｂの形状にパターン印刷する。続いて、例えば硝酸・フッ酸・燐酸の混酸を用いて、
配線層１７０をウェットエッチング加工し、その後レジスト膜８を溶解・除去することに
より、図１９（Ａ）に示したように配線層１７Ａ，１７Ｂが形成される。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０５】
　次に、図１９（Ｂ）中の符号Ｐ４で示したように、印刷プロセス（ここではインクジェ
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ット法）を用いて、バンク１９内に、ソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂの構成材料か
らなるインクを滴下して充填する。これにより、例えば図１９（Ｃ）に示したように、バ
ンク１９内に滴下されたインクが濡れ広がることにより、ソース・ドレイン電極１５Ａ，
１５Ｂがバンク１９を用いて自己整合的に形成される。またこのとき、ここでは、ソース
・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂの各端部（一方の端部）が、バンク１９内から開口部１９
０を介して、配線部１７Ａ，１７Ｂ側へ突出する（はみ出す）。このような突出部（はみ
出し部）が、ソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂと配線部１７Ａ，１７Ｂとの電気的接
続部分（コンタクト部）として機能する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
　また、この薄膜トランジスタ１Ｅでは、ソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂはそれぞ
れ、所定形状のバンク（バンク１９またはバンク１９Ａ）内にソース・ドレイン電極１５
Ａ，１５Ｂの構成材料（インク）が滴下されて充填されることにより形成されたものとな
っている。そして、薄膜トランジスタ１Ｅでは、有機半導体層１４は、上記したバンクの
除去後にソース・ドレイン電極１５Ａ，１５Ｂ上に形成されたものとなっている。すなわ
ち、薄膜トランジスタ１Ｅでは薄膜トランジスタ１Ｄとは異なり、最終的にバンクが除去
されて残存しないようになっている。ただし、このようにバンクを用いてソース・ドレイ
ン電極１５Ａ，１５Ｂを形成する場合には限られず、バンクを用いずにソース・ドレイン
電極１５Ａ，１５Ｂを形成するようにしてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３２】
　この表示装置２は、基板１１、ＴＦＴ層２２、表示層２３および透明基板２４をこの順
に積層したものである。具体的には、基板１１における表示領域２０Ａ上には、ＴＦＴ層
２２、表示層２３および透明基板２４が積層される一方、基板１１における額縁領域（非
表示領域）２０Ｂ上には、これらのＴＦＴ層２２、表示層２３および透明基板２４は積層
されていない。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４５】
　また、上記実施の形態等では、上記実施の形態等では、本開示の半導体素子の一例とし
て、有機半導体層、ゲート電極、一対のソース・ドレイン電極および配線層を備えた薄膜
トランジスタ（有機ＴＦＴ）を挙げて説明したが、これには限られない。すなわち、例え
ば、有機半導体層、一対の電極（アノード電極およびカソード電極）ならびに配線層を備
えたダイオード（整流素子）等の他の半導体素子に対しても、本技術を適用することが可
能である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図３】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図９】


	header
	written-amendment

